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Die f olgender* Angaben sind den v 

) Steuerschaltung fiireinen Daten-E/A-Puffer 
) Es wird eine Steuerschaltung fiir einen Daten-Ein- 
gangs/Ausgangs-Puffer angegeben, die einen Eingangs- 
puffer in einem Lesemodusdeaktiviert, um den Stromver- 
brauch zu verringern. Diese Schaltung ist mit Folgendem 
versehen: 

- einem Daten-E/A-Kontaktfleck (21) zum Eingeben oder 
Ausgeben von Daten; 

- einem Dateneingangspuffer (22) zum Eingeben von uber 
den Daten-E/A-Kontaktfleck empfangenen Daten in einen 
SDRAM auf ein Steuersignal hin; 

- einem Datenausgangspuffer (23) zum Ausgeben der Da- 
ten im SDRAM uber den Daten-E/A-Kontaktfleck und 

- einer Steuereinheit (24) fur den Daten-Eingangs/Aus- 
gangs-Puffer fiir Steuerung in solcher Weise, dass in ei- 
nem Lesemodus der Dateneingangspuffer deaktiviert und 
der Datenausgangspuffer aktiviert wird. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Steuerschaltung fur einen Da- 
ten-Eingangs/Ausgangs-Puffer fur einen SDRAM (synchro- 
ner DRAM). In der gesamten nachfolgenden Beschreibung 5 
ist Eingabe/Ausgabe mit E/A abgekttrzt. 

DRAMs, die aus einer Kombination von Kondensatoren 
und Transistoren bestehen, werden in weitem Umfang als 
Speicher mit hoher Packungsdichte von Bauelementen ver- 
wendet. Jedoch besteht bei DRAMs ein Nachteil dahinge- 10 
hend, dass die Datenlesezeit lang ist und geringe Arbeitsge- 
schwindigkeit besteht, da der Betrieb eines DRAM durch 
Verzogern von Befehlssignalen, wie RASB und CASB, ge- 
steuert wird und Daten entsprechend einem Y-Adressensi- 
gnal aus dem DRAM ausgelesen werden. Daher wurden 15 
SDRAMs entwickelt, bei denen die Betriebsgeschwindig- 
keiten, insbesondere die Lesegeschwindigkeiten, hoher als 
bei einem DRAM sind. Bei einem SDRAM sind Daten-E/A- 
Kontaktflecke so vorhanden, dass die Eingabe und Ausgabe 
von einem Kontaktfleck erfolgt, also ohne dass gesondert 20 
ein Dateneingabe-Kontaktfleck und ein Datenausgabe-Kon- 
taktfleck vorhanden waren. AuBerdem sind sowohl ein Da- 
teneingangs- als auch ein Datenausgangspuffer mit dem Da- 
ten-E/A-Kontaktfleck verbunden. 

Nun wird unter Bezugnahme auf die Fig. 1 eine bekannte 25 
Schaltung zum Steuern von Daten-E/A-Puffem fur einen 
SDRAM erlautert. Diese Schaltung verfugt uber einen E/A- 
Kontaktfleck 1 fur die Eingabe und Ausgabe von Daten, ei- 
nen Dateneingangspuffer 2 mit einem PMOS-Transistor 3 
und einem ersten NMOS-Transistor 4 zur Eingabe extemer 30 
Daten in den SDRAM Uber den E/A-Kontaktfleck 1, einen 
Datenausgangspuffer 5 mit einem NAND-Gatter 6, einem 
NOR-Gatter 7, einem zweiten PNOS-Transistor 8 und ei- 
nem zweiten NMOS-Transistor 9 zum Liefem von Daten im 
SDRAM uber den E/A-Kontaktfleck 1 sowie eine Datenaus- 35 
gangspuffer-Steuereinheit 10 zum Steuern eines Signals 
DOEB fur den Datenausgangspuffer 5 auf ein Taktsignal 
CLK und einen Lesebefehl READE hin. 

Nun wird der Betrieb dieser bekannten Schaltung zum 
Steuern von Daten-Eingangs/Ausgangs-Puffem erlautert. 40 

Wenn Daten aus dem SDRAM ausgelesen werden, wird 
ein Lesebefehlssignal geliefert. In diesem Fall wird der Le- 
sebefehl im SDRAM interpretiert, um ein Lesefreigabesi- 
gnal READE von Niedrig auf Hoch zu aktivieren. Wenn die 
Datenausgangspuffer-Steuereinheit 10 das Signal READE 45 
empfangt, fuhrt sie fur das Signal DOEB synchron mit ei- 
nem externen Taktsignal CLK einen Ubergang von Hoch 
auf Niedrig aus, um nach einem voreingestellten Zeitinter- 
vall den Datenausgangspuffer 5 zu aktivieren. Wahrend das 
Signal DOEB von der Datenausgangspuffer-Steuereinheit so 
10 auf Niedrig gehalten wird, ist der Datenausgangspuffer 5 
aktiviert, um vom SDRAM einen Datenwert DAUS an den 
E/A-Kontaktfleck 1 zu liefem. Wenn der Lesevorgang durch 
exteme oder interne Steuerung endet, geht das Signal 
READE erneut von Hoch auf Niedrig uber, so dass die Da- 55 
tenausgangspuffer-Steuereinheit 10 das Steuersignal DOEB 
nach einer voreingestellten Zeitperiode von Niedrig auf 
Hoch bringt, um den Datenausgangspuffer 5 zu deaktivie- 
ren. Dadurch wird der Datenausgangspuffer 5 in einen Zu- 
stand mit hoher Impedanz gebracht. 60 

Jedoch zeigt die bekannte Schaltung zum Steuem von 
Daten-Eingangs/Ausgangs-Puffern die folgenden Probleme. 
Am Dateneingangspuffer kommt es namlich zu einer iiber- 
fliissigen Erzeugung eines Schaltstroms durch einen ausge- 
gebenen Datenwert, der an den Dateneingangspuffer zu- 65 
riickgeliefert wird, wenn der Datenausgangspuffer den Da- 
tenwert bei einem Lesevorgang an den E/A-Kontaktfleck 
liefert, wobei der Strom umso groBer wird, je mehr Daten 



aufeinanderfolgend gelesen werden. ■ 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Steuer- 
schaltung fiir einen Daten-Eingangs/Ausgangs-Puffer zu 
schaffen, die verhindern kann, dass durch Daten, die von ei- 
nem Datenausgangspuffer her riickgekoppelt werden, ein 
Schaltstrom erzeugt wird. 

Diese Aufgabe ist durch die Steuerschaltung gemaB dem 
beigefiigten Anspruch 1 gelost. 

Zusatzliche Merkmale und Aufgaben der Erfindung wer- 
den in der folgenden Beschreibung dargelegt und gehen teil- 
weise aus dieser hervor, ergeben sich aber andererseits auch 
beim Ausuben der Erfindung. Die Aufgaben und andere 
Vorteile der Erfindung werden durch die MaBnahmen er- 
zielt, wie sie speziell in der Beschreibung, den Anspriichen 
und den beigefiigten Zeichnungen dargelegt sind. 

Es ist zu beachten, dass sowohl die vorstehende allge- 
meine Beschreibung als auch die folgende detaillierte Be- 
schreibung beispielhaft und erlautemd fur die beanspruchte 
Erfindung sind. 

Die Zeichnungen, die beigefiigt sind, um das Verstandnis 
der Erfindung zu fordern, veranschaulichen Ausfuhrungs- 
beispiele der Erfindung und dienen zusammen mit der Be- 
schreibung dazu, deren Prinzipien zu erlautern. 

Fig. 1 zeigt eine bekannte Steuerschaltung fiir einen Da- 
ten-Eingangs/Ausgangs-Puffer fur einen SDRAM und 

Fig. 2 zeigt eine Steuerschaltung fiir einen Daten-Ein- 
gangs/Ausgangs-Puffer fur einen SDRAM gemaB einem be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung. 

GemaB Fig. 2 beinhaltet die Steuerschaltung gemaB dem 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel einen E/A-Kontaktfleck 
21 zumEingeben und Ausgeben von Daten, einen Datenein- 
gangspuffer 22 zum Eingeben von uber den E/A-Kontakt- 
fleck 21 empfangenen Daten in eine interne Schaltung 25 
des SDRAM, einen Datenausgangspuffer 23 zum Ausgeben 
der Daten im SDRAM 25 uber den E/A-Kontaktfleck 21 so- 
wie eine Steuereinheit 24 fiir den Daten-Eingangs/Aus- 
gangs-Puffer zum Steuern eines Signals DOEB fiir den Da- 
teneingangspuffer 22 und den Datenausgangspuffer 23 auf 
ein Taktsignal CLK und ein Lesebefehlssignal READE hin, 
so dass in einem Lesemodus der Dateneingangspuffer 22 de- 
akti viert und der Datenausgangspuffer 23 aktiviert wird. Der 
Dateneingangspuffer 22 beinhaltet einen ersten PMOS- 
Transistor 31, dessen Drain mit einem Konstantspannungs- 
anschluss verbunden ist, dessen Source mit einem Ein- 
gangsanschluss der intemen Schaltung des SDRAM verbun- 
den ist und dessen Gate mit dem E/A-Kontaktfleck 21 ver- 
bunden ist, einen zweiten PMOS-Transistor 32, dessen 
Drain mit dem Konstantspannungsanschluss verbunden ist, 
dessen Source mit der Source des ersten PMOS-Transistors 
31 verbunden ist und dessen Gate das Steuersignal DEOB 
von der Steuereinheit 24 fiir den Daten-Eingangs/Ausgangs- 
Puffer erhalt, einen ersten NMOS-Transistor 33, dessen 
Source mit den Sources des ersten und zweiten PMOS-Tran- 
sistors 31 und 32 verbunden ist, dessen Gate das Steuersi- 
gnal DEOB von der Steuereinheit 24 fiir den Daten-Ein- 
gangs/Ausgangs-Puffer erhalt, und einen zweiten NMOS- 
Transistor 34, dessen Source mit dem Drain des ersten 
NMOS-Transistors 33 verbunden ist, dessen Drain mit 
Masse verbunden ist und dessen Gate mit dem E/A-Kon- 
taktfleck 21 verbunden ist. AuBerdem verfugt der Datenein- 
gangspuffer 23 uber ein NAND-Gatter 35, um die Daten 
vom SDRAM und das invertierte Signal des Steuersignals 
DEOB von der Steuereinheit 24 fur den Daten-Eingangs/ 
Ausgangs-Puffer einer logischen Operation zu unterziehen, 
ein NOR-Gatter 36, um die Daten vom SDRAM und das 
Steuersignal DEOB einer logischen Operation zu unterzie- 
hen, einen PMOS-Transistor 37, dessen Drain mit dem Kon- 
stantspannungsanschluss verbunden ist, dessen Source mit 
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dem E/A-Kontaktfleck 21 verbunden ist und dessen Gate 
das AusgangssignaL des NAND-Gatters 35 erhalt, und einen 
NMOS-Transistor 38, dessen Source mit der Source des 
PMOS-Transistors 37 verbunden ist, dessen Drain mit 
Masse verbunden ist und dessen Gate das AusgangssignaL 5 
des NOR-Gatters 36 erhalt. 

Nun wird die Funktion der Steuerschaltung fur einen Da- 
ten-Eingangs/Ausgangs-Puffer gemaB diesem bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiel beschrieben. 

Wie beim Stand der Technik wird ein Lesebefehlssignal to 
zugefiihrt, wenn es beabsichtigt ist, einen Datenwert aus 
dem SDRAM auszulesen. Dann wird das Lesebefehlssignal 
im SDRAM interpretiert und das Lesefreigabesignal 
READE wird von Niedrig auf Hoch aktiviert. Wenn die 
Steuereinheit 24 fiir den Daten-Eingangs/Ausgangs-Puffer is 
das Signal READE empfangt, bringt sie sie das Signal 
DEOB von Hoch auf Niedrig, damit der Datenausgangspuf- 
fer 23 aktiviert und der Dateneingangspuffer 21 deaktiviert 
wird, was nach einer voreingestellten Zeitperiode synchron 
mit einem exteraen Taktsignal CLK erfolgt. DemgemSB 20 
wird der Datenausgangspuffer 23 aktiviert, wahrend das 
Steuersignal DEOB von der Steuereinheit 24 fur den Daten- 
Eingangs/Ausgangs-Puffer auf Niedrig gehalten wird, um 
den von der intemen Schaltung des DRAM empfangenen 
Datenwert DAUS an den E/A-Kontaktfleck 21 zu liefem. 25 
D.h., dass das NAND-Gatter 35 dann, wenn das Steuersi- 
gnal DEOB niedrig ist, den Datenwert vom SDRAM inver- 
tiert. AuBerdem invertiert das NOR-Gatter 36 den Daten- 
wert vom SDRAM. DemgemaB wird, wenn der Datenwert 
vom SDRAM hoch ist, der PMOS-Transistor 37 eingeschai- 30 
tet, wahrend dann, wenn der Datenwert vom SDRAM nied- 
rig.ist, der NMOS-Transistor 38 eingeschaltet wird, um den 
Datenwert zu liefem. Dagegen wird der Datenwert vom 
E/A-Kontaktfleck nicht zuruckgefuhrt, da der Datenein- 
gangspuffer 22 deaktiviert ist, wahrend das Steuersignal 35 
DEOB durch die Steuereinheit 24 fur den Daten-Eingangs/ 
Ausgangs-Puffer auf Niedrig gehalten wird, und zwar selbst 
dann, wenn der Datenausgangspuffer 23 einen Datenwert an 
den E/A-Kontaktfleck 21 liefert. D. h., dass durch Konzipie- 
ren des zweiten PMOS-Transistors 32 und des ersten 40 
NMOS-Transistors 33 in solcher Weise, dass sie auf das Si- 
gnal DEOB unabhangig vom Signal vom E/A-Kontaktfleck 
21 immer jeweils ein hohes Signal liefem, kein Hin- und 
Herschalten auftritt. AuBerdem geht, wenn der Lesevorgang 
durch exteme oder interne Steuerung endet, das Signal 45 
READE erneut von Hoch auf Niedrig, so dass die Steuer- 
schaltung 24 fur den Daten-Eingangs/Ausgangs-Puffer das 
Steuersignal DEOB nach einer voreingestellten Zeitperiode 
von Niedrig auf Hoch bringt, um den Datenausgangspuffer 
23 zu deaktivieren und den Dateneingangspuffer 22 zu akti- 50 

Die erfindungsgemaBe Steuerschaltung fiir einen Daten- 
Eingangs/Ausgangs-Puffer weist die folgenden \forteile auf. 
Sie kann den Betriebsstrom beim Lesevorgang verringem, 
da ein iiberflussiger Schaltstrom, der dadurch hervorgerufen 55 
wird, dass ein gelesener Datenwert an den Dateneingangs- 
puffer zuruckgefuhrt wird, dadurch beseitigt ist, dass der 
Dateneingangspuffer deaktiviert wird, wenn der Datenaus- 
gangspuffer zum Lesen eines Datenwerts aktiviert wird. 

60 
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nen Daten in einen SDRAM auf ein Steuersignal 

- einem Datenausgangspuffer (23) zum Ausge- 
ben der Daten im SDRAM iiber den Daten-E/A- 
Kontaktfleck und 

- einer Steuereinheit (24) fiir den Daten-Ein- 
gangs/Ausgangs-Puffer fur Steuerung in solcher 
Weise, dass in einem Lesemodus der Datenein- 
gangspuffer deaktiviert und der Datenausgangs- 
puffer aktiviert wird. 

2. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Dateneingangspuffer (22) Folgendes auf- 
weist: 

- einen ersten PMOS-Transistor (31), dessen 
Drain mit einem Konstantspannungsanschluss 
verbunden ist, dessen Source mit einem Eingangs- 
anschluss der intemen Schaltung des SDRAM 
verbunden ist, und mit einem mit dem E/A-Kon- 
taktfleck (21) verbundenen Gate; 

- einen zweiten PMOS-Transistor (32) , dessen 
Drain mit dem Konstantspannungsanschluss ver- 
bunden ist, einer Source, die mit der Source des 
ersten PMOS-Transistors (31) verbunden ist und 
mit einem Gate, das ein Steuersignal DEOB von 
der Steuereinheit (24) fiir den Daten-Eingangs/ 
Ausgangs-Puffer empfangt; 

- einen ersten NMOS-Transistor (33), dessen 
Source mit den Sources des ersten und zweiten 
PMOS-Transistors (31, 32) verbunden ist, und mit 
einem Gate, das das Steuersignal DEOB erhalt; 

- einen zweiten NMOS-Transistor (34), dessen 
Source mit dem Drain des ersten NMOS-Transi- 
stors verbunden ist, dessen Drain mit Masse ver- 
bunden ist und dessen Gate mit dem E/A-Kontakt- 
fleck verbunden ist. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



1. Steuerschaltung fur einen Daten-Eingangs/Aus- 
gangs-Puffer mit: 

- einem Daten-E/A-Kontaktfleck (21) zum Ein- 65 
geben oder Ausgeben von Daten; 

- einem Dateneingangspuffer (22) zum Eingeben 
von iiber den Daten-E/A-Kontaktfleck empfange- 
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Abstract 



A circuit controls data input/output buffers, where an input buffer is disabled during a read mode for reducing power consumption. 
In a preferred embodiment, a data input buffer is enabled in response to a control signal to receive data from an input/output pad. 
A data output buffer provides data to the input/output pad in response to the control signal. A data input/output buffer control unit 
generates the control signal to disable the data input buffer and enable the data output buffer in read mode. Preferably, the circuit 
is readily applicable to a memory device, such as a Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM) 
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